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【はじめに】TlBr結晶は，Tlの大きい原子番号

（=81）に起因する高い線減弱計数を有してお

り，高エネルギー光子の高効率での検出に適し

ている．比較的大きいバンドギャップを有する

間接遷移型半導体であることから，室温で動作

可能な半導体検出器としての開発が長年進め

られており，近年では非常に良好な検出器特性

が実現されている． 

 この検出器の実用化に向けた大きな課題の

一つは，結晶育成における歩留まりの向上であ

る．現状では，検出器として良好な特性を有す

る結晶部位の歩留まりは低く，どのような要因

が検出器特性を決定するのかは明らかではな

い． 本研究では，この要因の解明に向け，異

なる結晶部位の試料について調査し，なおかつ

熱履歴の影響を調査した． 

【実験】帯域溶融による純化後の結晶につい

て，経験的に，検出器特性の良好な部位と良好

ではない部位を試料とした．クライオスタット

中で低温に保ちながら，フォトルミネッセンス

あるいはシンチレーション特性を解析した． 

【結果と考察】図１および図２に，検出器特性

の良好な部位と良好ではない部位の試料のＸ

線誘起ラジオルミネッセンススペクトルを示

す．良好ではない部位では，560 nm付近に明瞭

なピークが観測された．図３に，検出器特性の

良好な部位の 5 Kでのフォトルミネッセンスス

ペクトルを示す．一日ごとに，室温から 5 Kま

で冷却し，その後，室温へと戻した．560 nm付

近のピーク強度が，この熱履歴により顕著に増

大した．このことから，このピークは，転位な

ど，結晶に対して応力に起因して生じる欠陥に

起因するものと推察される． 

 

図 1 検出器特性の良好な部位の試料のＸ線

誘起ラジオルミネッセンススペクトル 

 

図 2 検出器特性の良好ではない部位の試料

のＸ線誘起ラジオルミネッセンススペクト

ル 

 

図 3 検出器特性の良好な部位のフォトルミ

ネッセンススペクトル 
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